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INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Sim51 Symulator programowy ukdadu MCY 78c31

Debug
DEBDG| Sfreg R-Bant Intflen ExtHea Code BitHea  Go Deass  Quit

SER -Bank 0-, - Internal Data Henory
PC 0000 ACC 00 00000000 RO 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SP 07 B 00 00000000 R1 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00
OPH 00 PSH 00 00000000 R2 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
DFL 00 PO FF 11111111 R3 00 18 00 00 00 00 00-00 0O 0O
TKOD 00 PI FE 11111111 R4 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00
THO 00 P2 FF 11111112 R5 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00
TLO 00 P3 FF 11111111 R6 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00
TH1 00 IP 00 00000000 R7 00 38 0000 00 00 00 00 00 00
TLI 00 IE 00 00000000
SBOE 00  TCON 00 00000000  HF-Soft >> Siaulator for 8051 <«

PCOH 00  SCOR 00 00000000 ITS  memmmeee- Code Heeoryr
(c)1987 0000 C3 E697 F6 08 09 DU F9 ..
r Addr - Code Hnen - Cycle-, 0008 30 D200 22 00 00 00 00 0.

0010 00 0000 00 00 00 00 00 ..

0018 00 0000 00O 0O 00 00 00 ..

0000 C3 CLR C 0020 00 0000 00 00 00 00 00

0001 E6 HO7  A,@RO 0028 00 0000 0O 0O 00 0O 00 ..
0002 97 S0BB A, (@R1 0030 00 0000 0O 00 .00 00 00 ..
0003 F6 HOV ~ 8RO,A 0038 00 0000 00 00 00 0O 0O ..

Selp G:Go F10:Step B:Set Breaks  Space:Oser Break R:Beset C:Cycle esc: End

Wizualizacja stanu procesora MCY78c31 na ekranie komputera

KARTA KATALOGOWA
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Symulator programowy SIM51 jest elementem opracowywanego
w ITE zestawu narzedzi uruchomieniowych dla systemow

mikroprocesorowych rodziny 51.

Symulator programowy SIM51 sduzy do testowania programoéw
napisanych dla systeméw mikroprocesorowych, w ktoérych
zastosowano jednostrukturowy mikrokomputer MCY 78c3+. SIM51
umozliwia symulacje petnej listy rozkazowej tego
mikrokomputera w jego maksymalnie mozliwym obszarze pamieci
(64 Kbajty pamieci programu, 64 Kbajty pamieci zewnetrzne]j
RAM, 384 bajty pamieci wewnetrznej RAM), wykorzystujgc w tym
celu komputer osobisty zgodny"™ z |IBM/PC. Narzedzie to jJest
bardzo przydatne w procesie przygotowawczym do uruchamiania
systeméw mikrokomputerowych, poniewaz umozliwia
przetestowanie catych programow lub jego fragmentoéw
niezaleznie od docelowego Srodowiska, tzn. poza projektowanym
systemem mikrokomputerowym.

Symulator programowy SIM51 posiada rozszerzony zakres
funkcji, jakie spednia typowy symulator. SIM51 przedstawia
sobg zintegrowany pakiet, ktérego elementami s3:

- podstawowe jadro symulatora, ktore realizuje symulacje

listy rozkazowej ukdadu MCY 78c31,

- system przerwah oraz pracy krokowej symulacji,

- cze$¢ realizujaca okienkowag wizualizacje, analize i
manipulacje stanu procesora, pamieci i symulowanego
programu,

deasembler programu, umieszczonego w pamieci
symulatora,

- edytor programoéw zroddowych,

- asembler i1 linker, vrealizujgce modutowg asemblacje i
konsolidacje programéw utworzonych edytorem,

- dostep do systemu operacyjnego komputera 1 programow
zgromadzonych na dyskietkach w celach serwisowych i
pomocniczych.



System obstugi symulatora polega na wyborze polecen
umieszczonych w menu , wspomaganym opisami pomocniczymi. Dla
wizualizacji danych wykorzystano 6ystem okienkowy. Dzidki
temu proces obstugi symulatora znacznie uproscit sie, a
uzytkownik ma mozliwos¢ statego obserwowania stanu procesora

i wybranego obszaru pamieci.

Typowy proces tworzenia 1 testowania programéw za pomocg
symulatora programowego SIM51 wyglada nastepujgco:

1. start symulatora SIM51,

2. ustawienie parametrow dla edytora, asemblera i
linkera rozkazem PATH,

3. wejscie w edytor rozkazem EDIT oraz edycja programu
zrodtowego,

4. wywotanie asemblera i1 linkera rozkazem ASMLNK,

5. zatadowanie kodu wynikowego w obszar symulowanej
pamieci programu rozkazem LOAD,

6. przeglad i zmiana zawartos$ci komorek pamieci i
rejestrow rozkazami podmenu DEBUG,

7. ustawienie punktdéw zatrzymania symulacji,

8. start symulacji rozkazem GO.

Korekty symulowanego programu mozna dokona¢ bezpoSrednio
przez zmiane zawartosci komérek pamieci programu lub przez
zmiane programu zréddowego przy pomocy zintegrowanego edytora

i ponowng asemblacje i konsolidacje.
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SBINSTYTUT technologii elektronowej

KONTROLER PAMIECI DYNAMICZNE! RAM UCY 74S402!

Ok#-ad tfCY 7454020 pe#ni fTunkcje kontrolera pamieci dynamiczne]j
RAM w 8-bitowych systemach mikroprocesorowych. Przeznaczony jest
do pracy w elektronicznym sprzecie profesjonalnym. Kontroler
wytwarza wszystkie sygnaty niezbedne do bezpoSredniej wspdt-
pracy mikroprocesorow MCY 7880 i 8085 z pamieciami dynamiczny-
mi RAM- 4 1 16 kbitowymi z multipleksowanym adresem, takimi
jak: MCY 7116 1 MCY 7161.

Uk#ad umozliwia odSwiezanie pamieci przez mikroprocesor badz
przez wewnetrzny zegar uk#adu. Kontroler moze sterowa¢ 1 od-
Swieza¢ do 4 bankéw pamieci o sumarycznej pojemnosci 64 kbajtow,
stow - max. 16-bitowych - co odpowiada 64 uktadomMCY 7116.

aha 1l 40 3

ucc
ah3 t2 39 3ah5
ah2 t3 38 3ah6
AH1 [4 37 3 Xi|CLK
AXgo €5 36 | Xo|OP|
ALg c6 35 3 TNK
ouUTH ¢ 7 34 3 REWALE
AL, c8 UTY 33 3 'pPCS
OUTI ©4745402332 ° RDISE
AL2 tl10 w3l 3 WwR
out2 Tl 30 3 SACK
AlLg [12 29 3 XACK
out3 Ccl3 28 3 WE*“'
AlA t14 27 1 ¢as5
ouT~ [ 15 26 3 ras3
ALS c16 25 3 BNOP-i
OUT5 [ 17 24 3 Bo
ALNY 18 233 ras2
out6 [19 223 RAS1
GND tjy 213 RASn

Rys. 1. Rozk#ad wyprowadzen

WSTEPNA INFORMACJA TECHNICZNA



Oznaczenia wyprowadzen

ALg - AL6/0P3 - wejsScia miodszych bitdéw adresu. Sygnaty te po
przejsciu przez multiplekser sga adresami wier-
sza pamieci RAM. Wej$Scie AL"/OP-j stuzy dodat-
kowo do selekcji modu 4 k;

AHU —AH.O —w%gécia starszych bitéw adresu. Sygnaty te po
przejsciu przez multiplekser sa"adresami “ko-
lumny pamieci RAM. W madzie 4 k wyjsScie O0OUTA
moze sterowaC wejscie CS pamieci RAM;

OUTU —OUT,6 -wyjscia sterujgce wejsSciami adresowymi parnie-
ci RAM;

WE -wyjScie, zezwolenie zapisu. Sygnat steruje za-
pisem danych do pamieci RAM;

CAS -wyjscie, strobowanie adresu kolumny. Sygna#t

stuzy do "zatrzaskiwania™ w blokach sterujg-
cych pamieci RAM adresu kolumny;

RAS -RASA -wyjscia, strobowanie adresu wiersza. Sygnat
wykorzystywany przez pamie¢ RAM do zatrzasnie-
cia adresu wiersza;

sBg, Bt/OP" -wejscia, adres banku pamieci. Sygnaty te
okreslaja, ktére z wyjsé RASy - RASM sg ak-
tywne.

Wejscie B"N/OP™ stuzy dodatkowo do selekcji mo-
du kontroli z przySpieszonym odczytem;

RD/Sj -wejscie, zadanie odczytu pamieci. W modzie nor-
malnym zero na tym wejsSciu oznacza zadanie do-
stepu do pamieci w trybie odczytu.

W modzie przyspieszonego odczytu wejscie ste-
rowane jest sygnatem S* z mikroprocesora 8085.
Zadanie odczytu jest w tym modzie okreslone
przez stan wysoki na S przy opadajgacym zboczu
sygnatu ALE;

WR -wejscie, zadanie cyklu zapisu do pamieci , zera
na tym wejsSciu oznacza zadanie dostepu t&a pa-
mieci w -trybie zapisu;



PC3

wejsScie, zabezpieczenie wyboru ukdadu: Sygnat stuzy
do wyboru bloku pamieci, jezeli mikroprocesor steru-
je wiecej niz jeden ukdad UCY 74S402. Zadanie doste-
pu do pamieci jest uwzglednione przez uktad, tylko
wtedy, gdy na wejsciu FUS jest zero logiczne;

RcFQ/AIE - wejScie, zadanie odSwiezenia. Jedynka na tym wej$ciu *

XACK

SACK

x0/0p2
X1/CLK

TNK

UCC
GND

powoduje wykonanie przez kontroler cyklu odswiezenia
pamieci. W madzie przyspieszonego odczytu wejscie

to, na ktore podawany jest sygnat ALE,stuzy do stro-
bowania zapisu w wewnetrznym przerzutniku stanu wej$-
cia S”;

-wyjScie, powiadomienie o transferze. Sygnat okreSla

moment zakonczenia cyklu dostepu do pamieci. Jest
uzywany do zatrzaskiwania danych przy odczycie pa-
mieci RAM;

-wyjScie, powiadomienie systemu. Sygnat okresSlajacy

rozpoczecie cyklu dostepu do pamieci, uzywany do
sterowania linii READY mikroprocesora. Sygnat SACK
moze by¢ opdzniony, tzn. jego zbocze opadajgce po-
krywa¢ bedzie sie ze zboczem opadajgcym sygnatu
XACK, jezeli zadanie dostepu do pamieci nastgpito

w czasie trwania cyklu odswiezania.

Sygnaty XACK, SACK generowane sg dla umozliwienia
mikroprocesorowi synchronizacji z pamieciami o0 roz-
nym czasie dostepu;

zaciski zewnetrznego oscylatora kwarcowego;,
wejsScie. Oscylator kwarcowy podiacza sie zgodnie

z rys. 3. Jezeli wejsScie Xg/0P2 potaczy¢ przez re-
zystor 1 k&> do +12 V, "to X/CLK jest wejSciem

0 poziomach TTL dla zewnetrznego oscylatora steru-
jacego.UCY 74S402;

podtgczenie obwodu rezonansowego w przypadku uzycia
kwarcu overtonowego (rys. 3);

zasilanie 5V35Y%;

masa 0 V.



DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie zasilania UCC -0,5 £ 7 v
Napiecie wejsSciowe U- -1 + 5,25 V

Temperatura otoczenia

W czasie pracy 0 f 70 ¢

"amb
Temperatura przechowywania sty -55 + 125 <
Rezystancja termiczna
ztgcze-otoczenie Rthj—a K/W
Temperatura ztecza tj 150

Rys. 2. Schemat blokowy uk#adu



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE (Ucc

Nazwa parametru Symbol Jedn.
1 2 3
Napiecie wejsciowe w stanie niskim UIL %

(wszystkie wejscia)

Napiecie wejSciowe w stanie wy- "V
sokim
(wszystkie wejscia)

Prad wejsSciowy w stanie wysokim
(wszystkie wejscia)

Pred wejsciowy w stanie niskim “hi mA
x1/clk
(pozostate wejscia)

Napiecie wyjsciowe w stanie niskim v
SACK, XACK
(pozostate wyjecia)

Napiecie wyjsciowe w stanie wy- JOH .V
sokim

SACK, VXACK!
(pozostate wyjscia)

5V5%, jesli

2,0

N RO
o~

Wartos$é

max.

5
0,8

40

2,0
0,32

0,45
0,45

nie podano

uccC

UcC

Urp

Uj

uf

ucc
0L
0L

Ucc

10H

inaczej)

Warunki
pomiaru

6

m5 v

m5 v

= 5,25V
= 5,25 V

= 5,25V
. 0,45V

= 4,75 V
= 5 mA
= 3 mA

= 4,75 V



Prad zasilania

Ujemne napiecie wejsciowe

(wszystkie wejscia)

Okres oscylatora/zegara

Czas trwania cyklu

Czas trzymania adresu

Czas ustalenia adresu

Czas trzymania adresu

Czas ustalenia adresu

Opdéznienie RAS CAS

wiersza

wiersza

kolumny

kolumny

Icc

-UIL

tRC

RAH 2
Fasr 2

CAH 27

trsc 2

tRCO

ELEKTRYCZNE

3 4
mA

%

ns 40
ns 10tp-30
ns tp-1io0
ns tpH

S 5¢p

ns

tp“35-

ns 2tp-1Q
ns

2tp“10

5
250

1,0.

54

12tp

2tp+30
2tp+45

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE,c.d.

6
Ucc = 5,25 V

ucc = 5 v -
-1j = 5 mA
rys. 6

rys . 6

rys. 6

rys. 6

rys. 6

rys. 6

rys. 6

obcigzenie 32 RAM
obcigzenie 64 RAM



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE,9 .d.

1 2 3 4 5 6
Czas ustalenia FE wzgledem CAS twes ns tp-40 rys. 6
Czas trzymania RAS wzgledem CAS tRSHZ) ns 5tp-30 rys. 6
Szerokos¢ impulsu CAS rys. 6
£CAS ns 5P obciezeni € 32 RAM
ns 5tp-30 obcigzenie 64 RAM
Odstep impulsow RAS tRP ns 4tp-30 rys. 6
Czas trzymania WE* wzgledem CAS rys. 6
tWCHS) ns 5tp-20°© obcigzenie 32 RAM
? ns . 5tp-35 obcigzenie 64 RAM
Odstep pomiedzy wewnetrznie rys. 6
generowanymi cyklami od$wie- tREF ns 548tp 576tp pamie¢ 4 k
zania ns 264tp 288tp . pamie¢ 16 k
Lo - +
Opo6znienia RO, WR mm>mRAS CR ns tpH*30 W ,, Tys. 6
Op6znienia RD, WR- >m CAS rys. 6
tee ns obcigzenie 32 RAM

V  2tpt25 tpH"P*SS
p

ns Vv 2V 5 tpH+3tp+100 obcigzenie 64 RAM



1
Opb6znienie REFQ — »»RAS

Czas trzymania adresu Ag - A"
wzgledem WR 1 RD

Opbéznienia WR, RD — »-SACK
Op6znienia WR, RD- *mSACK i XACK
(zbocze narastajace)

Odstep sygnatéow WR 1 RD od
narastajgcego zbocza SACK

Czas ustalenia sygnatdw-WR 1 RD
wzgledem zbocza narastajacego

zegara

Odstep CAS- *mXACK

tRFR

tCA

tCK

tKCH

tSC

L{0)

3

ns

ns

ns

ns

ns

ns
ns

ELEKTRYCZNE
4

1,5tp+30

10

15

5tp-25
5tp-40

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE~c.d.

5 6
2,5tp+100 rys. 6
rys. 6
tp+4= rys. 6
30 rys, 6*
- rys . 6
rys. 6
rys. 6
5tp+20 obcigzenie 32 RAM

5tP+2(1 obcigzenie 64 RAM



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE,c.d .

1 2 3 4 5 6

Opbéznienie XACK- e-CAS FACK ns 10 rys. 6
Szerokos¢ impulsu XACK RXWS) ns 2tp-25 i} rys. 6
Szerokos¢ impulsu REFQ tLL ns 20 rys. 6
Czas trzymania sygnatow RD, £CHS ns 0 rys. 6

WR 1 PCS wzgledem RAS

Opdéznienie ¥r We £ ns 8 50 rys. 6
(zbocze narastajace)

Czas ustalenia S wzgledem ALE AL ns 40 rys. 6

Czas trzymania S wzgledem ALE \ a ns 2tp+40 rys. 6



ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE,c.d.

Czas trwania stanu niskiego pL ns 15 rys. 6
zegara zewnetrznego

Czas trwania stanu wysokiego “PH ns 22 rys. 6
zegara zewnetrznego

Minimalny okres zegara okre$lony jest parametrami dynamicznymi ukdadu. Maksymalny
okres zegara (54 ns) okreSlony jest przez maksymalny okres odSwiezania pamieci RAM, kto-
ry wynosi 2 ms dla kazdej komdrki. Jezeli nie wymaga sie odSwiezenia pamieci, ukdad moze
pracowa¢ z dowolnie niske czestotliwoScig zegara.

0, .
"Czasy te sg prawdziwe, Jezeli przez caty czas cyklu dostepu pamieci adres podawany
przez mikroprocesor jest stabilny. Ukdad UCY 74S402 nie zawiera przerzutnikéw zapamietu-
jJjacych stan wejs¢ adresowych.

N Sygnat WE przechodzi do stanu wysokiego w momencie okre$slonym przez t™w badz ty/en
(v zaleznosci od tego, ktdéry wystgpi wczedniej).

nJezeli tAS bedzie mniejszy od zera, to funkcjonowanie uktadu, nie zostanie zaktoco-
ne - jedynie czas tASR odpowiednio zmniejszy sie.

Atyw ma sens, jezeli juz wczesSniej znikdy sygnaty RD badz WR, jeSli nie -esygnaty
XACK i SACK trwajg az do zakonczenia RD lub WR 1 wowczas moment zakonczenia SACK.i XACK
okresla czas te«.



+-  1CHS-
I-1CcC “H

fARDC

*fySP* H asr-"T

ROW COLUMN
ADDR A DDR
HcA-1
SACK DELAYED SACK

XACK

** W CYKLU ODCZYTU SYGNAL WE JEST CALY CZAS 1 LOGICZNA,

-Rys. 3. Przebiegi czasowe w uktadzie przy wykonywaniu normalne-
go cyklu zapisu lub odczytu pamieci



REFQ

RASOI-3

OUTgig ROW Y ADRES X LICZNIK ODSW. INKREMENTOWANY
! ADDR  A- ODSW. A '

W CYKLU ODSWIEZANIA WYJSCIA CAS}WE-, SACK, XACK
SA  NIEAKTYWNE

Rys. 4. Przebiegi czasowe w uktadzie przy wykonaniu cyklu od-

Swiezania pamieci

Xi/CLK

XACK

SACK
POZOSTALE SYGNALY | CZASY JAK W NORMALNYM CYKLU ODCZYTU
Rys. 5. Przebiegi czasowe w uktadzie przy wykonaniu cyklu

czy tu w modzie z przyspieszonym odczytem (wspodpraca z mikro-
procesorem 8085)
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WYISCIE WARTdSC CL
32 pamiecl 64 pamieci
SACK. XACK 30 pF 30 pF
0UTq - OUT6 160 pF 320 pF
CL RASg - RASA 115 pF 230 pF
WE 224 pF 450 pF
CAS 320 pF 640 pF

Rys. 6. Obcigzenie wyjs¢ przy pomiarze parametréw dynamicznych
przy obcigzeniu uktadu 32 badz 64 pamieciami RAM
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feSIINSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

DRIVER - SENSOR ULY 79340

Monolityczny, bipolarny uk#ad scalony ULY 79343 pe#ni funkcje
drivera 1 sensora. Przeznaczony jest gtdéwnie do stosowania w
sprzecie kontrolno-pomiarowym sterowanym komputerem.

Ukd+ad drivera, wymusza na swoim wyjsSciu napiecie, ktore co do
wartosci rowne jest odpowiedniemu napieciu wejsciowemu. Ukdad
sensora daje informacje w postaci sygnatow logicznych o war-
tosci napiecia wejsciowego.

Ukd+ad drivera moze znajdowa¢ sie w dwoch rodzajach pracy: w
stanie aktywnym, jako uktad wymuszajacy napiecie,oraz w stanie
spoczynku - wyjsScia drivera sg w stanie wysokiej impedancji.
Napiecie wyjsciowe w stanie aktywnym odpowiada odpowiedniemu
napieciu podanemu na jedno z czterech wejs¢. Wybdr wejsScia
jest dokonywany poprzez podanie sygnatow na wejscia 1 zapamie-
tywane w rejestrze stanu uktadu. Sygnaty sterujace maje pozio-
my TTL, Napiecia odniesienia dla drivera sga potgczone w dwie
pary /A i1 B/, a kazda para , ma "wysoki™ 1 "niski"™ poziom.
Wartos¢ napieC wejsciowych /wyjsciowych drivera/ wynosi od
-8V do 16 V.

Napiecia odniesienia drivera stuzg takze d. wymuszania odpo-
wiedniego napiecia sterujacego zrodta pragdowe - jedno o pra-
dzie dodatnim, drugie - o pradzie ujemnym.

Uk+ad sensora jest zbudowany z dwoch komparatorow sprawdzajag-
cych, czy napiecie wejsciowe lezy ponizej napiecia odniesieni«
SL, czy powyzej napiecia SH, czy tez pomiedzy nimi. Napiecia
odniesienia sa podzielone w pary A i B i1 podawane na wejscia
oznaczone SLA, SLB, SHA 1 SHB.

WSTEPNA INFORMACJA TECHNICZNA



Zakres napieC wynosi
zapamietany w odpowiednim rejestrze
oznaczone SEL, SS

SOHI—]_
SHB --2
SHA. .3
SIB --4
SLA. .5

SENSE -_ 6
RSt-L _ 7
RSL . _g

BR BIAS. g
Hic —10

DN . 11
DO - 12
DP- m3
DLB.4A_

Rys.lI.

—_>

CD

1.SMR.

28- - SMR
27--SS

26- «SEL

25- -MASA
24- _SENST RB
23-- LD ACT
22-- LD SETUP
21- - SEE/RL
20-- sta/rh
19-- con/11s
18-.y €

17- «+DHA
16-- pHB -
15 - DLA

Rozktad wyprowadzen

-8 V+ +16 V. Wynik komparacji
i przeniesiony na wyjscie

OHA/177,
DLA/15/

DHB/16/,
DLB/14/

SHA/3/,
SLA/5/

SH8/2/»
SLB/4/
SENSE/6/
RSH/7/
RSL/8/
DO/12/
ON/ZI11/

DP/13/

BR BIAS/9/

SENST RB/24,
LD ACT/23/.
LD SETUP/22/

CON/LLS/19/,.
STA/RH/20/,
SEE/RL/21/

SEL/26/,
SS/277,
SMR/28/

“tc/1/

uc/10/
Ue/18/

MASA/25/

moze zostac

- napiecia odnie-

sienig Adrivera
- napiecia odnie- ;
sienig Bdrivera
- napiecia odnie-
sienig A sensora
— napiecia odnie-
sienig Bsensora

- napiecie wejscio-
we sensora

— z2rod4o predu
uj emnego

- 2zrodto predu
dodatniego

-wyjscie drivera

-wyjscie drivera
sterujece baze
tranzystora NPN

— wyjsScie drivera
sterujece baze
tranzystora PNP

— wejscie zwieksza-

jece wydajnos¢é
predowe drivera

wejscia strobuje-
ce o poziomach
TTL

wejsScia informa-
cyjne o poziomach
TTL

wyjscia cyfrowe
komparatora o
poziomach TTL

napiecie zasila-
nia +5 V
napiecie zasila-
nia +24 V
napiecie zasila-
nia -20 V

— masa uk¥adu 0OV



DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Napiecie zasilania

Napiecia wejsciowe

a/ wejscia TTL; SENST RB, LD ACT,

LD SETUP, SEE/RL, STA/RH,
CON/LLS

b/ wyjscia analogowe: SLA, SLB,

CHA,SHB, DLA, DLB, DHA, DHB,
SENSE

Pred wyjsciowy:
a/ wyjscia TTL: SMR, SS, SEL
b/ wyjscia analogowe: DP, DN

c/ wyjscia natogowe: RSL,
RSH

Temperatura otoczenia w czasie

pracy

Temperatura przechowywania

Temperatura z4ecza

cC

ur

ITTL

1A

OTTL

OA
ORSL
ORSH

stg

6 V
26 V
22V

-1*5,5 V

-8,5*16,5 V

15 raA
-3*3 mA

[

mA

0*70 C

-40+125 C

150 °C



con/ilsLL

STA/RH SENSE

SEE/RL

SENST RB

Rys.2 schemat funkcjonalny



8a

D 10 25
+5V +2 4V -20V OV-masa

uktadu ULY 7937J



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE /t
Ue = 24 V + 5%, UE = -20 V + 5%,0

Nazwa parametru

1

Pred wejsciowy w stanie
niskim: SEE/RL. STA/RH,
CON/LLS,SENST RB,
LD SETUP, LD/ACT

Pred wejsciowy w stanie
wysokim: SEE/kL, STA/RH,

CON/LLS, SENST R8, LD ACT,

LD SETUP

Ujemne napiecie wejsciowe
/wejscia TTL/

Napiecie wejsSciowe w sta-
nie niskim /wejscia TTL/

Napiecie wejsSciowe w sta-
nie wysokim /wejscia TTL/

Napiecie wyjsSciowe w sta-
nie niskim SMR, SS, SEL

Napiecie wyjsciowe w sta-
nie wysokim SMR, SS

Pred wsteczny na wyjsciu

Pred zasilania
Pred zasilania

Pred zasilania

Pred wejsciowy na wejs$-
ciach drivera: DHA, DHB,
DLA, DLB

Pred wejsciowy na wejs-
ciach sensora: SENSE,
SLA, SLB, SHA, SHB

Symbol
2 3
ML »UA
A
"UD V
UliIL v
UIH v
uoL v
uoH Y
lcc MA
Ic.
mA
mA
IE
mA
IINAD’uA
IINAS’uA
A

CJedn,

» 0 477°C,

ile rrie podano

Ucc

Wartosc
min. max.
4 5

-200
-400
10
1 —
0.8
2
0,45
2.4
100
45
25
20
-30
-25
-5 2°
10

=5V + 5%,
inaczej/
Warunki
pomiaru
6
U = 5,25V
Uu“ = 45 V
U =5V

UAu— 5,25 V

Upp=4,75 V
-T =1 mA

Igt 3 1 mA
Up =4,75
IoHAIOO/UA

Upp=4,vi5 V
u“ -5,2S V

ucc=5,2s v
Uc=25,2 V

>%IA

= -21V

URT =0 V
Ugyas=12 Vv

uinad=-8-»16V
UBIAS=12 V

uinas=-8<15V



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE, C.d_

1 2 3 4 5 6
Pred wejsSciowy w sta-
nie wysokiej impedancji: ' Uin=-8*16 V
RSL, RSH. XOTHR/UA -5 5
DO SO A -20 20

Napiecie niezrownowazenia
drivera: DO, RSL/ RSH UDOEE mV -300 300 U =-8«1l6 V

I5ut"~100/iA
Napiecie niezrownowazenia

komparatora: - SOEF mvV -300 300 UINZ“8%16 V
Na wejsciu: DO SR VAus 90  8IAS " 0
Czas narastania: DO tDPLH ~.us 2 URTAQ = 0
UIN=6"16 V
Czas opadania £DPHL yUS ;2 HBIASc3 .2
UIN=-6*16 V

Rys.3. Ksztatt obudowy ceramicznej 28-wyprowadzeniowej typu
dual-in-line



Wymiary obudowy

Symbol

wymiaru min
A 3,22
b 0,46
c 0,25
D 35,6

14,99

me -
e
el
L 4,00

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWES

Al. Lotnikdow 32746
02-668 Warszawa

.tel 435401

tix 815647 Druk ZOINTE

Cena 80 &
Marzec 1988

Wymiary

typ.

3,47

2,54
14,99

[mm]
max.
3,72
0,51
0,30

15,24

4,30

ITE zara. /8s. r\.~>00

PRAWO REPRODUKC31 ZASTRZEZONE



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

DIODA ELEKTROLUMINESCENCYJNA CQYP 43

Dioda elektroluminescencyjna z GaAs/GaAlAs wykonana zostata
technikg wielowarstwowej epitaksji w zahermetyzowanej obu-
dowie metalowo-szklanej. Obszar emisji promieniowania usy-
tuowano centrycznie wzgledem Scianek obudowy*

Dioda stanowi element® czynny w z4gczu nadajnikowym przystoso-

wanym do wielokrotnego +#3gczenia ze Swiattowodem o Srednicy

rdzenia Or = 200 yum*

DOFUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Prad przewodzenia IE 100 mA
Napiecie wsteczne UR 2 v
Temperatura obudowy t.ose -40 + +55 <
Temperatura przechowywania tstg -40 * +70 °c

WSTEPNA KARTA KATALOGOWA



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

.Wartosc¢ Warunki

Nazwa parametru  SymbolJedn* ... etyp« max. pomiaru
Moc promieniowania Pe mV 2 3 - IF = 100
Napiecie przewodzenia UE \% 1,8 2,5 Ip = 100
D4ugosé fali odpowia-
dajgca maksimum charak- nm 800 - 900 Ip = 100
terystyki widmowej AP
Szerokos¢ potdéwkowa JAQ.5 MM - 40 50 Ip = 100
widma promreniowania ’
Prad wsteczny y-uA - m 100 UR ™ 2V
Niewspdétosiowo$S¢ obsza-
ru emisji wzgledem A Aum - 50 100
Scianek bocznych obudo*
wy

Rys. 1. Obudowa CQYP 43



1 fimA]
100
-40 -20
Rys« 2 . Charakterystyka prado- Rys. 3, Zaleznos¢ dopuszczal-
wo-napieciowa nego pradu przewodzenia od tem-

peratury obudowy

AA0,5"46mm

3) 100 £0 »5
Ima] nifn]

Rys. 4. Charakterystyka mocowo- Rys. 5. Wzgledny widmowy roz-
pradowa k+tad mocy promieniowania



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al. Lotnikow 32/46
02-668 Warszawa

tel. 43-54-01

tIx 815647 Druk ZOINTE ITE
Cena 40 z#%

PRAWO REPRODUKCJI ZASTRZEZONE



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ
02-668 Warszawa, Al. Lotnikow 32/46

Impulsator laserowy LP-2

Instrukcja obstugi






Producent przyrzadu zastrzega sobie prawo wprowadzenia

zmian konstrukcyjnych.

SPIS TRESCI

1. Przeznaczenie

2. Zasada dziatania

3. Dane techniczne
Wskazowki uzytkowania

5. Zasady bezpieczenstwa obstugi



1. Przeinaczenie

Impulsator laserowy LP-2 jest przeznaczony do zasilania pot-
przevodniV.cvych laserdw impulsowych duzej nocy. Impulsator LP-2
generuje impulsy o stosunkowo krdétkich czasech narastania i opa-
dania. Podatkowe wyjscie synchronizacji zewnetrznej w obudowie
impulsatera LP-2 umozliwia podtgczenie zewnetrznego generatora

impulséw w celu osiggniecia sterowanej pracy impulsowej lasera,

2. Zasada dziatania

Schemat impulsatora 1P-2 przedstawiony jest na rys,1. Impul-
sator dziata na zasadzie generacji impulséw pradowych w tranzys-
torze BD 139, ktdry doprowadza sie ¢c lawinowego rodzaju pracy

i vyzvala za pomocg uktadu typu TTL,

Rys,1. Schemat elektryczny



3. Dane techniczne

D¥ugos¢ impulsu 50 n*
Czas narastania Impulsu 15 na
Czas opedanla Impulai; 15 na

Czestotliwos¢ Impulséw przy synchronizacji wewnetrznej £00 Kz

Zakres regulacji szczytowego pradu przewodzenia jest dosto-

sowany do parametréw lasera.

Zasilanie 220 V, 50 Hz
Pobor mocy 2W
Wymiary 157 x 124 x 50 aa
Kasa 700 g

4, Wskezdwki uzytkowania

4.1. Opis elementéw znajdujacych sie na ptycie czotowej inrpul-

satora (rys.2).

P, LD Sw2 Sw
Rys.2. Widok ptyty czotowej

LD - laser pétprzewodnikowy,
5W1 - przedacznik sleciowyj w potozeniu OFF zasilanie jest wy-

taczone, w potozeniu ON - whaczone.



LED - dioda Swiecgca sygnalizujaca wkaczenia zasilania,

SW2 - przetacznik oznaczony napisem TRICC 64uzy do zmiany ro-
dzeju synchronizacji; w potozeniu INT dziata synchroni-
zacja wewnetrzna, a w potozeniu EXT laser noze pracowac
z synchronizacja zewnetrzng,

P1 - potencjometr regulujacy amplitude impulsow.

4.2. Opis elementéw znajdujacych sie na ptycie tylnej impul-
satora (rys.3).

Rys.3. Widok ptyty tylnej

-i t - bezpiecznik 220 V/100 nA,
EXT, TRIGG - wejsScie stuzace do podigczenia zevmetrznego ge-
neratora impulsow,
E - wejscie stuzace do podtgczenia oscyloskopu w

celu obserwacji ksztattu i amplitudy impulsu,

4,3. Wkgczanie zasilania.

4.3.1. Ustawi¢ przetgcznik SW1 w pozycji OFF,

4.3.2. Potencjometr P1 przekreci¢ w lewe skrajna potozenie.

4.3.3. Wkozy¢ przewdd sieciowy do gniazda o napieciu 220V 1
czestotliwosci 50 Hz.

4.3.4. Ustawi¢ przedgcznik 5W1 w pozycji ON.



*7 przypadku pracy z wewnetrzny synchronizacjag nalezy:

4.3.5. Ustawi¢ przekgcznik SW2 w pozycji INT.

4.3.6. Obraca¢ potencjometr P1 w prawg strone do potozenia za-
znaczonego na obudowie impulsatora. Po podtgczeniu oscy-
loskopu do gniazda CURREUT MONITOR mozna obserwowa¢ am-

plitude impulsu na ekranie oscyloskopu.
Podczas pracy z zewnetrzng synchronizacja nalezy:

4.3.7. Ustawi¢ przetacznik SW2 w pozycji EXT.
4.3.8. Podtgczy¢ generator impulséw do wejsScia EXT. TRIGG i
ustawi¢ amplitude impulsu sterujgcego rowng 5 V.

4.3.9. Wykona¢ czynno$ci wymienione w punkcie 4,3.6.

5. Zasady bezpieczenstwa obstugi

Promieniowanie laserowe jest szkodliwe dla wzroku i nla na-
lezy kierowa¢ wigzki promieniowania laserowego bezpos$rednio w

oczy.

Druk ZOINTE ITE zam.fi/8a n.ZOO






INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Termistor MTC-600

Miniaturowy termistor pastylkowy NTC-P0OO o ujemny wspoOtczyn-
niku rezystancji przeznaczony Jest do zastosowania przy pomia-
rze 1 regulacji temperatury moduddéw laserowych.

Termistor Jest wykonany w ksztatcie cylindrycznej ptytki

z dwiema posrebrzanymi powierzchniami réwnolegtymi. W czasie
montazu modudtu przewiduje sie przylutowanie jednej ptaszczyz-
ny termistora do obudowy oraz odprowadzenia z drutu miedziane-

go posrebrzonego o Srednicy ~ 0,3 mm do drugiej ptaszczyzny.

DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Catkowita moc p-t-ot 0,1 mZ

Temperatura _
nrzechowywania

Temperatura pracy t -10 70

KARTA KATALOGOWA



PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Nazwa Symbol Jedn, Wartosc Warunki pomiaru
parametru min. myp. max.
Rezystancja f25 Q 9500 10000 13500 t = 25,0 ¢ 0,ic
nominalna
Temperaturow °
wspbétczynnik <ot o -4,43 -4,70 -4,93 t = 25,0 t 0,5°C
rezystancji 30,0 t 0,5 -
(kQ)
Powierzchnie
posrebrzone NTC-600
3
2
Inax"'23mm
. m
Rys. 1, .Termistor NTC-600 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 t(°C)

Rys , 2. Charakterystyka rezystan-
cji termistora NTC-600 w funkcji
temperatury

INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONY./EJ

Al. Lotnikow 32/46
02-668 Warszawa

tlx 315647 Druk ZOINTE ITE zam. iV32 n.3<0
tel. 435401

Kwiecien21933 PRA “PRODUKCJI ZASTRZEZONE









